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NORMA BRANZOWA

BN-83

ELEMENTY
POLPRZEWODNIKOWE

Diody typu BYP 150

3375-33/03

Grupa katalogowa 1923

1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sg krzemo-
we szybkie diody prostownicze malej mocy typu BYP
150, wykonanc technologig dyfuzyjna, hermetyzowane
w obudowie plastykowej, cylindrycznej z osiowymi
wprowadzeniami drutowymi do zastosowan powszech-
nego uzytku oraz w urzgdzeniach, w kt0rych wymaga
si¢ zastosowania elementéw o wysokiej i bardzo wyso-
kiej jakosci. Diody sg przeznaczone gléwnie do pracy
w szybkich uktadach prostowniczych.

Kategona klimatyczna wg PN-73/E-04550/00 dla diod:

— standardowej jakosci (poziom jakosci 1) -40/.

085/04,
— wysokiej jakosci (poziom jakosci 111) -40/085/21,
— bardzo wysokiej jakosci (poziom jakosci 1V) -40/
085756.
2. Przyktad oznaczenia diod
- a) standardowej jakosci
DIODA BYP 150-1(0
b) wysokiej jakosci
DJODA BYP 150-100/3
c) bardzo wysokiej jakosci
DIODA BYP 150-100/4 BN-¥3/3375-33/03
3. Cechowanie diod powinno zawiera¢ nast¢pujace
dane:
a) oznaczenie typu (podtypu) wg kodu kolorowe-
go — na obwodzie obudowy, od strony katody po-

BN-83/3375-33/03

BN-83/3375-33/03

winien by¢ kolorowy pasek:
BYP 150-600 trzy paski biale
BYP 150-400 trzy paski czerwone
BYP 150-300 trzy paski zielone
BYP 150-225 trzy paski zo6tte
BYP 150-100 trzy paski szare
BYP 150-50 trzy paski niebieskie

b) oznakowanie dodatkowe dia diod wysokiej i1 bar-
dzo wysokiej jakosci. Diody wysokiej jakosci powinny
by¢ znakowane cyfrg 3, a diody bardzo wysokiej ja-
kosci cyfrg 4 umieszczong po oznaczeniu typu na ety-
kiecie opakowania jednostkowego.

4. Wymiary i oznaczenie wyprowadzen diod — wg ry-
sunku i tabl. 1. Oznaczenie obudowy stosowane przez

. producenta — CE 31.
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Tablica 1. Wymiary cbudowy CE 31

: Wymiary, 1
‘Symbol wymiaru i i
min max

Db 0,8 0,82
%N 34 35
G — 12
/ 26,0 =
) ' —_ . 25
1) RTY -
Yy Wymiar & b nie jest kont.'t'ulowany w strefie /).

) Diugos¢, przy kt(';rej koficowki moyy by¢ zginane pod kgtem
prostym. ' ;

5. Badania grupy A, B, C i D — wg BN-3l/
3375-33/00 p. 5.1.

6. Wymagania szczegétowe do badan grupy A,B,Ci D

a) badania podgrupy Al — sprawdzenie wymiarow:
@b, @D, G, L wg rysunku i tabl. I,

b) badania podgrupy A2, A3, A4 i C2 wg tabl. 2,

c) badania podgrupy B, C i D — wg tabl. 3,

d) parametry elekiryczne sprawdzane w czasie i po
badaniach grupy B, C i D wg tabl. 4.

7. Pozostale postanowienia — wg BN-81/3375-33/00

Zgtoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Potprzewodnikow
Ustanowiona przez Dyrektora Osrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn dnia 29 grudnia 1983 r
jako norma obowigzujgca od dnia 1 stycznia 1986 r.
(Dz. Norm. i Miar nr. 10/1985 poz. 20)
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Sprawdzenie wytrzymatosci na przyspieszenic stale

2 BN-83/3375-33/03
Tablica 2. Parametry elekiryczme sprawdzane w badamiach podgrupy A2, A3, Ad i C2
S Wit Mletods e Wartosci grfinlcznc
ol Modead Tadiids lowany pomiaru Warunki - BYP BYP BYP bBYP BYP BYP
grup J para- | wg PN-75/ pomiaru 150-600 § 150-400 | 150-300 | 150-225 |150-100 | 150-50
badan tka
metr T-01504
max max max max max max
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
tp = 300 ps
A2 | Sprawdzenie Us ark. 57 | T=20ms |y 1,5 1.5 15 | LS 1.5 1,5
€2 odstawowych Ir= ¥ A
P y taw = 25°C
parametrow
Ur= 600 V 10
Ur= 40 V 10
Ix ark. 56 | Us=300V | uA 10
Ur =225V 10
Ue= 100 V 10
Ue= 50V 10
Al Sprawdzenie Ir = 10 mA
2 drugorzednych i Informa- Ir = 10 mA ns S00 500 500 500 500 500
parametrow elek- cjedodat- | i, = 1 mA
trycznych kowe p. 6
L Sprawdzenie In ark. 56 U= 600 V 300
parametrow elek- U = 400 V 300
trycznych w
tamn = 85°C U= 300 V A 300 ‘
(poziom III i 1V) Ug= 225 V 300
Ue= 100 V 300
—
Us=50V 300
Tablica 3. Wymagania szczegblowe do badad grupy B, C i D
Lp. PSR, Rodzaj badania Wymagania ‘szczcgélowe
badai
1 2 3 4
I Bl, CI ‘Sprawdzenie wytrzymatosci nicchaniczncj wyprowadzen | préba Ua,;; 10 N
proba Ub: metoda I: S N
Sprawdzenic szczelnosct pl_'éba Ql, kondycjonowanie c'iccza
2 B3 Sprawdzenie wytrzymalodci na spadki swobodne potozenie dicudg;r w czasie spadania: pod k3tem prostym
i do kierunku spadama .
3 B4, C4 Sprawdzenie wytrzymatoéci na udary wielokrotne mocowani¢ za obudowg
4 BS, CS5 Sprawdzenie wytrzymalbéci na ;lagle Zmiany tem- T4 = -40°C; Tp = 85°C
peratury
5 B6, C6 Sprawdzenie odpornosci na naratenia elektryczne wg PN-78/T-01515 p. 5.3.22 tabl.5: metoda badania h
g Unwn _
Y
Io = 04 A tum = 25°C
6 <3 Sprawdzeniec masy wyrobu 0,9 -107'dag
& C4 kierunek probierczy: dwa wzajemne prostopadie kie-

runki probiercze; mocowanie za obudowg

Sprawdzenic wytrzymatosci na udary pojedyncze (dla
poziomu jakoéci I)

Sprawdzenie wytrzymatosci na udary wiclokrotne (dia

poziomu jakosci III i IV)

Sprawdzenie wytrzymaloéci na wibracje o statej czes-
totliwosci (dla poziomu I)

Sprawdzenie wytrzymatoéci na wibracje o zmiennej
czgstotliwosci (dla poziomu I i 1V)

mocowanie za obudowg




BN-83/3375-33/03

¢d. tabl. 3
Podgrupa . . N
Lp. 1 badan Rodzaj) badania Wymagania szczegélowe
i 2 3 4
8 Cs Sprawdzenie wytrzymatosci na cieplo lutowania temperatura kgpieli 350°C
9 c7 Sprawdzenie wytrzymatosci na zimno 1 tu.‘ min = -40°C
10 C8 Sprawdzenie wytrzymalosci na suche gorgco tug max = 85°C
11 Clo Sprawdzenie wymiaréw wg rysunku i tabl. |
12 Di Sprawdzenie odpornosci na niskie ci$nienie atmosfe- lemperatura narazenia 25°C
ryczne
13 D2 Sprawdzenie wytrzymato$ci na rozpuszczalniki alkohol etylowy lub aceton sprawdzane wymiary
@D i G, masa diody przed i po badaniu
14 D3 Sprawdzenie palnosci wg PN-78/T-01515 zaiacznii& 2 p 43
15 D4 Sprawdzenie wytrzymalo$ci na plesn brak porostu plesni po badaniu
16 DS Sprawdzenie wytrzymatosci na mgl¢ solng potozenie diody dowolne
Tablica 4. Parametry elektryczme sprawdzame w czasie i po badaniach grupy B, C i D
Ozna- Metoda | Wartosci graniczne ‘
L czenie pomiaru Wiranki Benaty; Podgrupa Jed- BYP BYP BYP BYP BYP BYP
P- para- PN-75/ po badan nostka | 150-600 | 150-400 | 150-300 | 150-225 | 150-100 | 150-50
metru T-01504
max max max max ] max max
: 2 4 5 6 7 8 o | 10 H 12
1 Iz ark. 56 tamp = 25°C
Urg = 600 V Bl, B4 10
Ur= 400 V BS, Cl1 {1
Ue = 300 V C2, C4 10
Up= 225V s, CF uA 10
Uz = 100 V C8 0|
Ua=50 V D1, DS 10
2 I ark. 56 tamp = 85°C
U= 600 V c2Y) A 300
U= 40 V 300
Ur =300 V 300
Ue= 225V 30
U= 100 V 300
Up =50V 300
3 Ir ark. 56 tows = 15°C
Ur =600 V 50
Ur = 400 V 50
U= 300 V B6. C6 o 50
U= 225V 50
Ur= 100 V 50
Ue= SV 50
4 UF afk. 7‘ lumh = 25°C Bl. B4
Ir=1A BS, B6
Ip = 300 ps £l €2 \' 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
T =12 ms C4, C5
- Ceé, C7
D1, D5
tams = ~40°C C2%) A% 1,65 1,65 1.65 1,65 1.65 .65
Ir=1A '
Linte = 25°C B6, C6 \' 1.6 1.6 1.6 1,6 1.6 . Lo
Ir=1A




BN-83/3375-33/03

cd. tabl, 4
— Wil Wartosci gramcm?e
Lo czenie pomiaru Warunki pomiary Podgrupa Jed- BYP BYP BYP BYP BYP BYP
Pl bara- PN-75/ Tl (piaas badar nostka | 150-600 | 150-400 | 150-300 | 150-225 | 150-100 | 150-50
metru T-01504
max max max max max max
I 2 : 4 5 6 7 8 9 10 il 12
5 b Informacje | I+ = 10 mA B6. C6 ns 500 500 500 500 500 500
dodatkowe | I = 10 mA ‘
p. 6 i= 1 mA
') W czasic badania odpornosci na suche EOTYCO,
’) W czasie badania odpornodci na zimno.
KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. lustytucja opracowujgca morm¢ — Naukowo-Produkcyjne Ccn-
trum Polprzewodnikow Warszawa, ul. Komarowa 5.

2. Normy zwigzane

PN-73/E-04550/00 Wyroby elektrotechniczne. Proby $rodowiskowe.
Postanowienia ogélne

PN-75/T-01504/56 Elementy potprzewodnikowe.
pradu wstecznego I

PN-75/T-01504/71 Elementy péiprzewodmkowe Diody. Pomiar na-
pigcia przewodzenia Ur metody impulsowg

Diody. Pomiar

BN-81/3375-33/00 Elementy potprzewodnikowe, Diody prostowni-

cze o pradzie do 10 A, Ogoélne wymagania i badania
3. Symbol KTM

BYP
BYP
BYP
BYP
BYP
BYP

4. Wartoéci dopuszczalme — wg tabl. I-1 i rys. 1-1.

150-600
150-400
150-300
150-225
150-100
150-50

1156112208003
1156112208016
1156112208029
1156112208031
1156112208044
1156112208057

PN-78/T-01515 Elementy poéiprzewodnikowe. .Ogolne wymagania i 5. Dame charskterystyczme przy fams = 25°C — wg tabl. 1-2 i
badania rys. I-2.
Tablica I-1
- B e Jed- Wartosci dopuszczalne
parametru nostka BYP BYP BYP BYP BYP BYP
‘ ' 150-50 | 150-100 | 150-225 | 150-300 | 150-400 | 150-600
| Urwr Szczytowe wsteczne napigcie pracy A% 50 100 225 300 400 600
2 Uxsm Nicpowtarzalne szczytowe napigcie wsteczne v 100 200 350 400 600 800
3 1y Sredni prad wyprostowany mA 400
4 Tesn Niepowtarzalny szczytowy prad przewodze-
" ; : : A
: nia. Sygnat sinusoidalny jednopotéwkowy
) Irry Powtarzalny szczytowy prgd przewodzenia A 2
S = 50 Hz: tin, = 10 ms :
6 1 Temperatura zigcza °C 150
7 Taeg Temperatura przechowywania i -40 =85
8 R e Rezystencja termiczna zigcze-obudowa °C/W 60




Informacje dodatkowe do BN-83/3375-33/03 : 3

Tablica 1-2

Oznacze- Jed- Wartasc
- _ * charakte-
Lp.| nie para- Nazwa parametru nos- e
melra tka rystyczne
typ | miix
1 Ut Napigeie przewodzenia <V L e
Vpray L= 1 AL 1, = 300 ps,
=20 ms
2 " Prad wsteczny przy HA 5 10
Ugr = Ugwrdla danego typu
3 tir Czas przelyerzania , s 350 500
AV
A
04 o
\
03
N
02 e
! N
y
01 I T
s Y
| )i
0 J _ N
0 700 tg_mb GC 150
Rvs. 11
Iy (A =« fin x4
12200 ms tdla sinosoidalinego ednopoldw kowego przebicgue pradu)
T
Irgm
A
x e
N
e
i~\
’ N
N d“U,O.‘J-
i
g \\
d=01 \
N
“.l..... \&
q S~ N
N.“:,:.

tams 25 \
z \
1
014 073 1072 0T ts 1
Iepm =£ (1)
N-83/ - 03-1-
I
[ ] J
W&
1
o ¢ . t
- | d=7 Rys. 1-2

6. Pomiar czasu ustalania si¢ pradu wstecznego 7,. po przetaczeniu

impulsowym — wg rys. 13 = 25°C

Dzielnik

[BN-83/3375-33/03-1-3]

Rvs. [-3
D — dioda badana. Z — Zrodlo prygdu preewodzenia I G — genera-
tor impulsdéw napigeia wsteeznego (amplitudg Ugy nalezy tak regulo-
wad, aby osiggngé zgdanyg wartosé fru), C — pojemnosé separujgea,
0 — oscyloskop

Opornosé wyjsciowa generatora G 1 opornosé wejscrowi osey-
loskopu powinny by¢ rowne 1 wynosi¢é po 50 ()
Szerokosé impulsu 2 generatora: £, > 3 Lo
Crzas narastania impulsu generatora 1 oscyvloskopu powinien byé
odpowicdnio maly w stosunku do ¢,.

Stada czasu R;-C; powinna bvé mniejsza od 0.1 Ly s przy czym:

Ri — ¢7¢8¢ rzeczywista catkowitej opornosei widzia-
nej przed diodg,
C; — catkowna pojemnosé uktadu lgcznie 7 diody.,

Pojemnos¢ separujgea C powinna by¢ duza w stosunku do
L ma/ R

Opornos¢ Z generatora pradu przewodzenia powinna by¢ duza
w stosunku do Ry,

Szezegdtowe warunki pomiaru ¢, 1-4.

— Wg rys.

I
0mA

irp=TmA

Tam




